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【はじめに】グラフェンには、格子ひずみによって擬似的なベクトルポテンシャル、スカラーポ

テンシャル（ゲージ場）が生じるという特殊な性質がある。この擬似ベクトル／スカラーポテン

シャルをうまく利用すると、高移動度を維持しつつ、グラフェンに大きな伝導ギャップを誘起で

きることが理論的に予測されている。しかし、グラフェンに制御性良く大きなひずみを導入し、

かつ、その電気伝導を測定する方法が確立されていないため、その実験的な検証はまだ進んでい

ない。そこで、本研究では独自に電気伝導測定と両立できる歪み導入方法を開発し、その方法を

用いて、緩やかに変化する一軸ひずみのあ

るグラフェンの伝導特性を調べた。 

【実験】グラフェンに電極を接続した後に、

基板とグラフェンとの間にレジスト構造物

(ナノロッド)を形成し、レジスト構造物から

離れたグラフェンを基板に張り付けること

によってグラフェンにひずみを導入した

（図１(a)）。その電気伝導特性を室温で測定

した。 

【結果・考察】ひずみの無い SiO2上のグラ

フェンでは図１(c) のような V 字型の対称

な伝達特性を示すが、ひずみを導入したグ

ラフェン試料では、電子伝導領域で傾きが

減少する非対称性が現れた(図１(b))。全試料

の電子／ホール電界効果移動度(μFE
e
, μFE

h
)

の比較を図２に示す。この非対称性の原因

を調べるための 3 種類の対照実験を行い、

最終的に、非対称性の原因は局所 1 軸格子

ひずみ、特に、ひずみによって誘起された

スカラーポテンシャルであることが判明し

た。 
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Figure 1: (a) SEM image of a sample, and schematic of 

spatial distribution of uniaxial strain. Conductivity as a 

function of the gate voltage in a graphene FET with a 

resist nanorod (b) and in a graphene FET placed on 

SiO2 (c). 

 

Figure 2: The ratio μFE
e
/μFE

h
 as a function ofμFE

h
 for all 

measured devices. Red circles and blue triangles 

correspond to devices with a uniaxial strain and 

devices without intentional strain, respectively. 
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